1. Įtaisas (104), apimantis:

reakcijos konstrukciją (126), kurią sudaro daug reakcijos įdubų (108), skirtų laikyti reakcijos tirpalą, kurio pH yra mažesnis nei arba apytiksliai lygus 5 arba pH yra didesnis nei arba apytiksliai lygus 8, ir mažiausiai vieną reakcijos vietą (114), kurioje generuojama skleidžiama šviesa, reaguojant į įvykio sužadinamą šviesą po apdorojimo reakcijos tirpalu; ir

po reakcijos konstrukcija (126) esantį įtaiso pagrindą (125), apimantį:

jutiklio pagrindą (141); daug šviesos jutiklių (140), esančių jutiklio pagrinde (141);

dielektrinės medžiagos sluoksnius (142), uždėtus ant jutiklio pagrindo (141);

įtaiso grandinę (146), elektriškai sujungtą su šviesos jutikliais (140), siekiant siųsti duomenų signalus, remiantis šviesos jutiklių (140) aptiktais fotonais, kur įtaiso grandinė (146) yra įrengta tarp dielektrinės medžiagos sluoksnių (142);

daug šviesos kreiptuvų (118) su įvesties vietomis (158), išdėstytomis priimti sužadinimo šviesą ir skleidžiamą šviesą iš mažiausiai vienos atitinkamos reakcijos įdubos (108), kur šviesos kreiptuvai (118) tęsiasi į įtaiso pagrindą (125) nuo įvesties vietų (158) per dielektrinės medžiagos sluoksnius (142) prie mažiausiai vieno atitinkamo šviesos jutiklio (140) ir šviesos kreiptuvų (118), apimančių mažiausiai vieną filtravimo medžiagą (116), įrengtą filtruoti sužadinimo šviesą ir leisti skleidžiamai šviesai patekti iki mažiausiai vieno atitinkamo šviesos jutiklio (140);

įdėklo sluoksnį (154), besitęsiantį ant įtaiso pagrindo (125) aplink kiekvieno šviesos kreiptuvo (118) šoninius paviršius ir įrengtą tarp kiekvieno šviesos kreiptuvo (118) ir įtaiso grandinės (146);

apsauginį sluoksnį (130), besitęsiantį aplink kiekvieną šviesos kreiptuvą (118) ir įrengtą tarp kiekvieno kreiptuvo (118) filtravimo medžiagos (116) ir įdėklo sluoksnio (154), kur apsauginis sluoksnis (130) yra įrengtas taip, kad nebūtų per reakcijos konstrukciją (126) ir šviesos kreiptuvą (118) tekančio reakcijos tirpalo sąveikos su įtaiso grandine (146), kur apsauginis sluoksnis (130) yra chemiškai inertiškas reakcijos tirpalui, kurio pH yra mažesnis nei arba apytiksliai lygus 5 arba pH yra didesnis nei arba apytiksliai lygus 8; ir

pirmąjį ekrano sluoksnį (150), besitęsiantį tarp gretimų įvesties vietų (158), siekiant blokuoti sužadinimo šviesą ir skleidžiamą šviesą, atsiradusią ant pirmojo ekrano sluoksnio (150), kur pirmasis ekrano sluoksnis (150) yra įrengtas po įdėklo sluoksniu (154) ir liečiasi su dielektrinės medžiagos sluoksniais (142).

2. Įtaisas (104) pagal 1 punktą, kur apsauginis sluoksnis (130) liečiasi su įtaiso pagrinde (125) esančiais daug šviesos kreiptuvų (118), kur įdėklo sluoksnis (154), pageidautina, yra įrengtas tarp apsauginio sluoksnio (130) ir dielektrinės medžiagos sluoksnių (142), ir kur įdėklo sluoksnis (154), pageidautina, liečiasi su dielektrinės medžiagos sluoksniais (142).

3. Įtaisas (104) pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur apsauginis sluoksnis (130) dar tęsiasi tarp įtaiso pagrindo (125) viršutinio paviršiaus ir reakcijos konstrukcijos (126) tarpinių vietų (113), besitęsiančių prie reakcijos įdubų (108), kur įdėklo sluoksnis (154), pageidautina, tęsiasi tarp apsauginio sluoksnio (130) ir įtaiso pagrindo (125) viršutinio paviršiaus.

4. Įtaisas (104) pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur apsauginis sluoksnis (130) apima silicio dioksidą, metalo oksidą, metalo nitridą arba jų junginį.

5. Įtaisas (104) pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur apsauginis sluoksnis (130) apima silicio dioksidą, silicio oksinitridą, silicio monoksidą, silicio karbidą, silicio oksikarbidą, silicio nitrokarbidą, metalo oksidą, metalo nitridą arba jų junginį.

6. Įtaisas (104) pagal bet kurį iš 1–5 punktų, kur apsauginis sluoksnis (130) apima silicio karbidą, silicio oksikarbidą, silicio nitrokarbidą, metalo oksidą, metalo nitridą ar jų junginį, jei reakcijos tirpalo pH yra mažesnis nei arba apytiksliai lygus 5.

7. Įtaisas (104) pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur įdėklo sluoksnis (154) apima silicio nitrido įdėklo sluoksnį ir (arba) kur apsauginis sluoksnis (130) apima skysčiui nelaidų barjerinį sluoksnį.

8. Įtaisas (104) pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur įtaiso grandinė (146) apima tarpusavyje sujungtus laidžius elementus ir apsauginis sluoksnis (130) neleidžia reakcijos tirpalui oksiduoti laidžių elementų ir (arba) kur apsauginio sluoksnio (130) storis yra nuo apytiksliai 5 nanometrų iki apytiksliai 100 nanometrų.

9. Įtaisas (104) pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur reakcijos konstrukcija (126) apima mažiausiai vieną reakcijos vietą (114), užfiksuotą prie reakcijos konstrukcijos (126) tarp kiekvienos iš daug reakcijos įdubų (108), ir kur reakcijos tirpalas gali pradėti reakciją ir (arba) sudaryti reakcijos produktą mažiausiai vienoje reakcijos vietoje (114), kuri generuoja skleidžiamą šviesą, reaguojant į įvykio sužadintą šviesą, kur mažiausiai viena reakcijos vieta (114), pageidautina, apima mažiausiai vieną analitę, ir kur reakcijos tirpalas apima mažiausiai vieną molekulę su fluorescencine žyme.

10. Įtaisas (104) pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur įtaiso pagrindo (125) įtaiso grandinė (146) sudaro papildomas metalo oksido puslaidininkes grandines.

11. Biologinis jutiklis (100), apimantis:

įtaisą (104), apibrėžtą bet kuriame iš ankstesnių punktų; ir

srauto elementą (102), pritvirtintą prie įtaiso (104), apimantį reakcijos tirpalą ir mažiausiai vieną srauto kanalą (119), kuris yra skysčio jungtimi sujungtas su daug reakcijos konstrukcijos (126) reakcijos įdubų (108), siekiant į jį nukreipti reakcijos tirpalą.

12. Būdas (200), apimantis:

daug tranšėjų (280) sudarymą (270) įtaiso pagrinde (225), apimančiame jutiklio pagrindą (241), jutiklio pagrinde (241) įrengtų daug šviesos jutiklių (240), ant jutiklio pagrindo (241) uždėtus dielektrinės medžiagos sluoksnius (242) ir su šviesos jutikliais (240) elektriškai sujungtą įtaiso grandinę (246), skirtą perduoti duomenų signalus pagal šviesos jutiklių (240) aptiktus fotonus, kur daug tranšėjų (280) tęsiasi nuo įtaiso pagrindo (225) viršutinio paviršiaus prie mažiausiai vieno atitinkamo šviesos jutiklio (240) per įtaiso pagrindo (225) dielektrinės medžiagos sluoksnius (242), kur įtaiso grandinė (246) yra įrengta tarp įtaiso pagrindo (225) dielektrinės medžiagos sluoksnių (242);

tarp gretimų tranšėjų (280) ir per dielektrinės medžiagos sluoksnius (242) besitęsiančio ekrano sluoksnio (250) įdėjimą;

įdėklo sluoksnio (254) ant įtaiso pagrindo (225) uždėjimą (272) taip, kad įdėklo sluoksnis (254) tęstųsi mažiausiai ant įtaiso pagrindo (225) viršutinio paviršiaus ir tarp daug tranšėjų (280);

apsauginio sluoksnio (230) uždėjimą (274) ant įdėklo sluoksnio (254) taip, kad apsauginis sluoksnis (230) tęstųsi mažiausiai per daug tranšėjų (280), kur ekrano sluoksnis (250) yra įrengtas po įdėklo sluoksniu (254) ir liečiasi su dielektrinės medžiagos sluoksniais (242);

daug tranšėjų (280) užpildymą (276) ant uždėto apsauginio sluoksnio (230) su mažiausiai viena filtravimo medžiaga (216), siekiant suformuoti daug šviesos kreiptuvų (218), kur mažiausiai viena filtravimo medžiaga (216) filtruoja mažiausiai pirmojo bangos ilgio šviesą ir leidžia antrojo bangos ilgio šviesai pro ją patekti iki mažiausiai vieno atitinkamo šviesos jutiklio (240); ir

reakcijos konstrukcijos suformavimą (278) ant daug šviesos kreiptuvų (218) ir apsauginio sluoksnio (230), kur reakcijos konstrukciją sudaro daug reakcijos įdubų, atitinkančių mažiausiai vieną šviesos kreiptuvą (218) ir skirtų laikyti reakcijos tirpalą, kurio pH yra mažesnis nei arba apytiksliai lygus 5 arba pH yra didesnis nei arba apytiksliai lygus 8, ir mažiausiai viena reakcijos vieta, kuri generuoja skleidžiamą antrojo bangos ilgio šviesą, reaguojant į įvykio sužadintą pirmojo bangos ilgio šviesą po apdorojimo reakcijos tirpalu,

kur apsauginis sluoksnis (230) yra chemiškai inertiškas reakcijos tirpalui.

13. Būdas (200) pagal 12 punktą, kur apsauginis sluoksnis (230) apima silicio dioksidą, silicio oksinitridą, silicio monoksidą, silicio karbidą, silicio oksikarbidą, silicio nitrokarbidą, metalo oksidą, metalo nitridą arba jų junginį, ir kur įdėklo sluoksnis (254) apima silicio nitrido įdėklo sluoksnį.

14. Būdas (200) pagal 12 arba 13 punktą, kur apsauginio sluoksnio (230) uždėjimas ant įtaiso pagrindo (225) dar apima apsauginio sluoksnio (230) uždėjimą ant įdėklo sluoksnio (254), besitęsiančio ant įtaiso pagrindo (225) viršutinio pagrindo, dalies.

15. Būdas (200) pagal 12, 13 arba 14 punktą, dar apimantis reakcijos tirpalo, kurio pH yra mažesnis nei arba apytiksliai lygus 5 arba pH yra didesnis nei arba apytiksliai lygus 8, perdavimą per reakcijos konstrukciją.

16. Įtaisas (104) pagal 1 punktą, dar apimantis antrąjį ekrano sluoksnį (152), besitęsiantį tarp gretimų įvesties vietų (158) ir įrengtą tarp pirmojo ekrano sluoksnio (150) ir įdėklo sluoksnio (154), kur antrasis ekrano sluoksnis (152) nesiliečia su filtravimo medžiaga (116), kur, pasirinktinai, antrąjį ekrano sluoksnį (152) sudaro antirefleksinis sluoksnis, kur, pasirinktinai, antrasis ekrano sluoksnis (152) apima silicio oksinitridą.
